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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月21日(2020.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　外周領域１０３にあるｎ型領域４０に対する外周領域１０３の内側部分６１にあるｎ型
領域４０の第１面積割合は、外周領域１０３にあるｎ型領域４０に対する外周領域１０３
の外側部分６２にあるｎ型領域４０の第２面積割合よりも大きい。外周領域１０３の内側
部分６１は、外周領域１０３のうち、素子領域１００の外周端６０と外周領域１０３の中
間部６３との間にある部分である。外周領域１０３の外側部分６２は、外周領域１０３の
うち、外周領域１０３の中間部６３と半導体基板７の外周端７ｊの間にある部分である。
外周領域１０３の中間部６３と素子領域１００の外周端６０との間の距離は、外周領域１
０３の中間部６３と半導体基板７の外周端７ｊとの間の距離に等しい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　図４に示されるように、半導体装置１のおもて面７ａ側の構造が形成された半導体基板
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７を準備する。具体的には、公知の方法により、半導体基板７（ｎ-ドリフト領域１０）
の素子領域１００のおもて面７ａ側に、ｐベース領域１１と、ｐアノード層１１ａと、ｎ
+エミッタ領域１２と、ｐ+コンタクト層１３と、トレンチ１４と、ゲート絶縁膜１５と、
ゲート電極１６と、ｐウェル領域１９とが形成される。公知の方法により、半導体基板７
の素子領域１００のおもて面７ａ上に、層間絶縁膜１７と第１電極１８とが形成される。
第１電極１８は、ｎ+エミッタ領域１２とｐ+コンタクト層１３とに接触している。公知の
方法により、半導体基板７（ｎ-ドリフト領域１０）の外周領域１０３のおもて面７ａ側
に、電界制限リング構造３０と層間絶縁膜３４とが形成される。電界制限リング構造３０
は、第１電極１８から離間されており、第１電極１８から電気的に絶縁されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３７】
　素子領域１００の外周端６０に近づくにつれて、外周領域１０３に正孔は流れ込みやす
いため、素子領域１００の外周端６０から半導体基板７の厚さｔの距離までの外周領域１
０３の部分に、正孔は流れ込みやすい。しかし、絶縁領域４７は、素子領域１００の外周
端６０から、少なくとも半導体基板７の厚さｔ以上の距離にわたって、キャリア（電子、
正孔）の流れを遮断する。第１半導体素子のターンオフ過程の際に外周領域１０３から排
出すべき正孔の量が減少する。半導体装置１ｆは、ターンオフ損失を減少させることがで
きる。半導体装置１ｆのリカバリー過程の際に外周領域１０３から排出すべき正孔の量は
少ない。半導体装置１ｆのリカバリー損失は小さい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４０】
　本実施の形態の半導体装置１ｆは、絶縁領域４７は、少なくとも素子領域１００の外周
端６０から外周領域１０３の第１部分６４まで延在している。素子領域１００の外周端６
０に近づくにつれて、外周領域１０３に正孔は流れ込みやすいため、素子領域１００の外
周端６０から、少なくとも半導体基板７の厚さｔの距離までの外周領域１０３の部分に、
正孔は流れ込みやすい。しかし、絶縁領域４７は、素子領域１００の外周端６０から、少
なくとも半導体基板７の厚さｔ以上の距離にわたって、キャリア（電子、正孔）の流れを
遮断する。第２半導体素子のリカバリー過程の際に外周領域１０３から排出すべき正孔の
量は少ない。半導体装置１ｆのリカバリー損失は小さい。
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